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( 1 )垂直磁場下では、ゼロモード Landau準位の縮重度の増大を反映して、層
間抵抗は磁場に反比例して減少する負の磁気抵抗を示す。
( 2)磁場方位を傾けると、ゼロモードLandau準位波動関数の波形を反映して
層間抵抗は単調に増大し2次元面に平行な磁場方位で鋭いピークを示す。
準位交差点に微小なギャッフ。が開く場合 (massiveDirac電子系)はゼロモー
ドLandau準位がバレー分裂を示すが、ギャッフ。が温度または散乱による Landau
準位幅より小さければ上の振舞いは変わらない。
田嶋・梶田らにより報告されているσ(BEDT-TTF)2bの層間磁気抵抗の実験
結果は、磁場強度や磁場方位の定量的な値を含め、本モデルで良く再現される。
これは逆に有機導体σ(BEDT-TTFhhにおいて Dirac電子系が実現しているこ
とを強く支持する結果でもある。
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